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(54) Verfahren zum Auffüllen von Vertiefungen in einer Oberfläche einer Halbleiterstruktur

(57) Auf einer Halbleiterstruktur wird in Vertiefungen
auf der Oberfläche, insbesondere unterhalb der ersten
Metallstrukturebene, eine Diffusionsbarriereschicht, vor-
zugsweise mit Hilfe einer plasmaunterstützten Gaspha-

senabscheidung, bei der die im Plasma enthaltenen Io-
nen senkrecht zur Oberfläche beschleunigt werden, ab-
geschieden, so dass sich eine nicht konforme Abschei-
dung der Diffusionsbarriereschicht ergibt.
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